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Ìåòîäîì in situ ñïåêòðîñêîïèè â îáëàñòè 220—360 íì îïðåäåëåíû êîíöåíòðàöèè êîìïî­
íåíò â çîíå èñòî÷íèêà äëÿ ñèñòåìû GaAs—AsGl 3—ÍÑ1—Í 2—Íå ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû 
èñòî÷íèêà îò 20 äî 900 °Ñ äëÿ ÷èñåë Ðåéíîëüäñà 0.1—1.5. Óñòàíîâëåí íåðàâíîâåñíûé õà­
ðàêòåð ïðîòåêàíèÿ ãîìîãåííûõ è ãåòåðîãåííûõ ðåàêöèé â çîíå èñòî÷íèêà â íèçêîòåìïåðàòóð­
íûõ ðåæèìàõ (Ò ^ 800 °Ñ). Âïåðâûå ïîëó÷åí ñïåêòð ïîãëîùåíèÿ AsCl 3. Âûïîëíåí äâóìåðíûé 
ðàñ÷åò ìàññîïåðåíîñà êîìïîíåíò ãàçîâîé ñìåñè â çîíå èñòî÷íèêà è ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ ïîëó­
÷åííûõ â ðàñ÷åòå êîíöåíòðàöèé êîìïîíåíò íà âûõîäå èç çîíû èñòî÷íèêà ñ ýêñïåðèìåíòàëü­
íûìè çíà÷åíèÿìè îïðåäåëåíû êîíñòàíòû ñêîðîñòåé ðåàêöèé. 

Ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ òåõíîëîãèè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñóáìèêðîííûõ ñëîè­
ñòûõ ñòðóêòóð íà îñíîâå òâåðäûõ ðàñòâîðîâ InGaAsP ìåòîäîì ãàçîôàçíîé 
çïèòàêñèè ñâÿçàíû ñ íèçêîòåìïåðàòóðíûì ðåæèìîì ðîñòà — 300—650 °Ñ [*]. 
Ïðè òàêèõ òåìïåðàòóðàõ ïðåäïîëîæåíèå î ðàâíîâåñíîì ïðîòåêàíèè õèìè÷åñêèõ 
ðåàêöèé â çîíå òâåðäîôàçíîãî èëè æèäêîôàçíîãî èñòî÷íèêà ýëåìåíòîâ III 
è V ãðóïï, ñïðàâåäëèâîå, êàê ïðàâèëî, äëÿ êëàññè÷åñêèõ âûñîêîòåìïåðàòóð­
íûõ ðåæèìîâ, íåïðèåìëåìî. Ñîñòàâ ãàçîâîé ôàçû íà âûõîäå èç çîíû èñòî÷íèêà 
îïðåäåëÿåòñÿ â óêàçàííîì òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå êèíåòèêîé ðåàêöèé è 
.çàâèñèò íå òîëüêî îò òåìïåðàòóðû è èñõîäíîãî ñîñòàâà, íî è îò ïîëÿ ñêîðîñòåé 
ãàçîâîãî ïîòîêà â ðåàêòîðå, åãî ãåîìåòðèè, ïëîùàäè èñòî÷íèêà (ñõåìà ðåàêòîðà 
ïðèâåäåíà íà ðèñ. 1). Äëÿ ïðåöèçèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñîñòàâîì ãàçîâîé ôàçû 
íàä ïîâåðõíîñòüþ ðàñòóùåé ïëåíêè íåîáõîäèìî íàðÿäó ñ ó÷åòîì ïåðå÷èñëåííûõ 
ìàêðîïàðàìåòðîâ çíàíèå êîíñòàíò ñêîðîñòåé ðåàêöèé. Îäíàêî êèíåòè÷åñêèå 
ïàðàìåòðû è ìåõàíèçìû ãîìîãåííûõ è ãåòåðîãåííûõ ðåàêöèé â çîíå ôîðìèðî­
âàíèÿ ãàçîâîé ôàçû â äîñòàòî÷íîé ìåðå íå èçó÷åíû. Ðåøåíèþ ýòîãî âîïðîñà 
ïîñâÿùåíû ðàáîòû [ 2 ~ 5 ] , â êîòîðûõ ìåòîäîì ìàññ-ñïåêòðîñêîïèè èçó÷àëèñü 
ðàçëîæåíèå òðèõëîðèäà ìûøüÿêà â âîäîðîäå ïðè ðàçëè÷íûõ ñêîðîñòÿõ ïîòîêîâ 
ãàçîâîé ñìåñè è ãåòåðîãåííîå âçàèìîäåéñòâèå ÍÑ1 ñ æèäêîôàçíûì è òâåðäî­
ôàçíûì èñòî÷íèêàìè Ga è In. Â ðàáîòå [ 6 ] áûë ðàçâèò ìåòîä èññëåäîâàíèÿ 
ñîñòàâà ãàçîâîé ôàçû íà îñíîâå äàííûõ î ñïåêòðàõ ïîãëîùåíèÿ â óëüòðàôèîëå­
òîâîì äèàïàçîíå äëèí âîëí. Ýòèì ìåòîäîì â õëîðèäíîé ñèñòåìå áûëè îáíàðó­
æåíû ìîëåêóëû As 4 , Ð 2 , GaCl, GaCl3, AsCI3, ÐÍ 3 . Áûë ñäåëàí âûâîä î âîçìîæ­
íîñòè ïðèìåíåíèÿ ýòîãî ìåòîäà äëÿ óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåæèìàìè 
â ñèñòåìå Ga—In—ÍÑ1—ÐÍ3—AsH3—Í2. 

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ñïåêòðû ÓÔ ïîãëîùåíèÿ ïðèìåíåíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ñîñòàâà ãàçîâîé ôàçû ñèñòåìû GaAs—AsCl3—ÍÑ1—Íå—Í2 è ñòåïåíè ïðå­
âðàùåíèÿ èñõîäíûõ ðåàãåíòîâ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû è ñêîðîñòè ïî­
òîêà. Ïîñòðîåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðîöåññà ìàññîïåðåíîñà ïðè òå÷åíèè 
ãàçîâîé ñìåñè â çîíå èñòî÷íèêà è íà îñíîâàíèè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ 
î ñòåïåíÿõ ðàçëîæåíèÿ êîìïîíåíòîâ âû÷èñëåíû êîíñòàíòû ñêîðîñòåé äëÿ ãîìî­
ãåííîé è îäíîé èç ãåòåðîãåííûõ ðåàêöèé. 


